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Spærrelag
Carrier-deplection region

= Deplection region
= Space-charge region

”ren silicium” – uden dopning

Spærrelag
Carrier-deplection region

= Deplection region
= Space-charge region

”ren silicium” – uden dopning

Active

Cutoff

Saturation

Table 4.1

npn Bipolar Junction Transistor – Cutoff 
(Sedra/Smith  kap 4)

B C

EVBE

IB
VCE

IC

Diode forspændt i
spærreretningen

Diode forspændt 
i lederetningen,
men den leder 

ikke strøm endnu.

VCE

n type 

p type 

n type 
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npn BJT – Active region – fig. 1
(Sedra/Smith  kap 4)

Spærrelaget nedbrydes
Når der løber en strøm fra Basis
til Emitter vil hver elektron 
frigive ββββ elektroner i spærrelaget

Spærrelaget nedbrydes
Når der løber en strøm fra Basis
til Emitter vil hver elektron 
frigive ββββ elektroner i spærrelaget

-

VCC har næsten ingen betydning
for antallet af frigivne elektroner 

VCC har næsten ingen betydning
for antallet af frigivne elektroner 

IB1

IB2

IB3

IB4

IB5

IB6

IB1

IC = ββββ* IB
IC = ββββ* IB

VCE

Diode forspændt i
spærreretningen.
Der frigives elek-

troner som følge af
basisstrømmen.

Dioden virker som
en strømstyret

strømgenerator.

Diode forspændt 
i lederetningen,

den leder en strøm
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npn BJT – Active region – fig. 2
(Sedra/Smith  kap 4)

Spærrelaget nedbrydes
Når der løber en strøm fra Basis
til Emitter vil hver elektron 
frigive ββββ elektroner i spærrelaget

Spærrelaget nedbrydes
Når der løber en strøm fra Basis
til Emitter vil hver elektron 
frigive ββββ elektroner i spærrelaget
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IB4

IB5
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IB3

IC = ββββ* IB
IC = ββββ* IB

VCE

Q = DC arbejdspunkt

Q


